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The interimpurity absorption coefficient o! weakly eloped uncompensated semi­
conductor placed in the field of laser radiation is calculated. In case of chaotic dist­
ribution of impurities the calculations were made in the approximation of the nearest 
neijhbour. The absorption spectra at various values of strong wave frequency, the 
impurity concentration and other parameters of the material and radiation are given.
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Показано, что при освещении в области собственного поглощение по­
лупроводника с локальной неоднородностью потенциального рельефа при 
наличии внешнего магнитного поля в полупроводнике возникают замкну­
тые круговые токи и магнитное поле, при этом фототок уменьшается под 
воздействием внешнего магнитного поля.

Рассмотрим фотомагнитный эффект в полупроводнике с неоднородно­
стью потенциального рельефа на небольшом участке поверхности (р-П-пе- 
реход, неоднородность легирования, структурный дефект, наличие коллек­
торного зонда и т. п.). Пусть, например, это будет p-n-переход цилиндри­
ческой формы с радиусом г и глубиной h (рис. 1). При освещении такой 
структуры генерированные в р- и n-областях неосновные носители заряда 
будут собираться p-n-переходом и создавать фототок. Под воздействием 
магнитного поля Во, вектор индукции которого перпендикулярен поверх­
ности полупроводниковой пластины, неосновные носители заряда будут 
перемещаться к границе раздела p-n-перехода под углом Холла относи­
тельно их первоначального направления движения, что вызывает появление 
замкнутых круговых токов с цилиндрической симметрией относительно 
оси 2. Эти токи порождают магнитное поле с индукцией Вг, которое на­
правлено в противоположную относительно внешнего поля Во сторону.

При условии aft ^ 1, где а—коэффициент поглощения света, расчет, 
проведенный нами дает следующую оценку магнитного поля, генерируемо­
го круговыми токами (составляющим фототока из n-области пренебре- 
гается)
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где р — относительная магнитная проницаемость, |^ — магнитная по- 
стояниая, 1^ =^«/1/17՜^^ — “эффективная, диффузионная длина 
электронов, £я и % — диффузионная длина и подвижность электронов, 
С—ноток фотонов, проникающих через единицу поверхности полу­
проводника в единицу времени, А.о и К\ — функции Веселя от мнимо­
го аргумента второго рода. При значениях параметров г = Л., = 
.100 мкм, ияй„ = 0,3 и 0=10” фотон/м’-с, В.-=510՜8 Тл.

Рис, 1. Конфигурация электронного составляющего фототока в образце с

На рис. 2 представлен график зависимости магнитного поля В от ра­
диуса р-п-перехода г, построенный при вышеуказанных значениях парамет­
ров. Как следует из рисунка, порожденное круговыми токами магнитное
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поле имеет большие значения при малых г. При увеличении радиуса г, на­
чиная со значений г « Լո, магнитное поле почти не меняется.

В рассматриваемой структуре под воздействием внешнего магнитного 
поля происходит также уменьшение фототока, так как уменьшается «эф­
фективная» диффузионная длина неосновных носителей заряда в направле­
нии нормали к поверхности р-п-перехода. При изменении направления век­
тора индукции внешнего магнитного поля на противоположное, неосновные 
носители заряда перемещаются в противоположную сторону, а фототок 
уменьшается на ту же величину (четный эффект).

Рассмотренные явления можно наблюдать также при наличии неодно­
родности потенциального рельефа не на поверхности, а в объеме полупро­
водника. Эти явления могут быть использованы для диагностики полу­
проводников.

ՖՈՏՈՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԷՖԵԿՏ ԱՆՀԱՄԱՍԵՌ ԿԵՍԱՀԱՎՌՐԴԱTINT

Ռ. Ռ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

8սւյց է տրված, ար սեփական կլանման տիրույթում լուսավորման դեպք ши! պոտենցիալ 
ռելիեֆի տեղային անհամասեոությամր օժտված կիսահաղորդիչում արտաքին մադնիսական 
դաշտի ազդեցության տակ աոաշանոս! է փակ շրջանաձև հոսանք և մադնիսական դաչա, և որ 
ֆոտոհոսանքր կիսահաղորդիչում փոքրանում է արտաքին մադնիսական դաշտի ազդեցության 
տակ»

PHOTOMAGNETIC EFFECT IN AN INHOMOGENEOUS 
SEMICONDUCTOR

R. R. VARDANYAN

It is shown that when a semiconductor with local inhomogeneity of the poten­
tial profile is illuminated in the intrinsic absorption band, then circular currents a>d 
magnetic field arise in the presence of an external magnetic field, the value of pho­
tocurrent decreasing under the influence of the external magnetic field.
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Приведены результаты ясследоеагния статистических вольт-амперных 
характеристик при 4,2 К монокристаллов Pb}_x SnxTe (х = 0,244-0,26) 
с примесью 0,234-2 «% 1п под действием ИК излучения и СВЧ сигнала 
(X = 5 мм). Показано, что в приведенных материалах наблюдается как 
положительная, так к отрицательная фотопроводимость. Дано качествен­
ное объяснение наблюдаемым явлениям.
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